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Introducao

O processo pirosol é um método de deposicdo de
filmes sobre um substrato aquecido. A solucéo
precursora é nebulizada utilizando um atomizador
ultrasénico e difundida até o substrato com auxilio
de um gas de arraste. As principais vantagens
desse método é a facilidade de operacdo, baixo
custo e a qualidade dos filmes obtidos. Os
mecanismos de deposicdo e as propriedades dos
depdsitos  dependem de varios parametros
experimentais e a utilizacdo de moléculas orgéanicas
com propriedades tensoativas pode ainda, modificar
a nanoestrutura dos filmes.

Neste trabalho, filmes finos de 6xido de estanho
foram sintetizados pelo método pirosol. Algumas
propriedades deste Oxido sdo aplicadas em varios
campos tais como células solares, dispositivos
eletro-eletrbnicos e sensores de gas. Foram
preparados filmes nanoestruturados e texturizados
sobre wafers de silicio a partir de suspensdes
coloidais a base de SnCl, e tensoativo Pluronic F127
para obtencdo de filmes com nanoestrutura
direcionada. Técnicas como espalhamento de raios-
X a baixo angulo com incidéncia rasante (GISAXS) e
microscopia (MEV) foram utilizadas.

Resultados e Discussao

A Fig. 1(a) mostra |magens de MEV de filmes de
SnO, depositados a 350°C usando como solucéo
precursora o SnCl, 5 H,0 ( concentragao molar de
0,2 mol. L ) diluido em 90% de agua deionizada e
10% de etanol (v/v). Podemos observar a presenca
de grdos bem definidos caracteristicos do SnO,.
Visando a formac&o de filmes nanoestruturados com
poros direcionados, o tensoativo ndo-idnico Pluronic
F127 foi adicionado a esta solucéo em varias
concentracdes (0,07mol. L*0,7 e 1,4 mol.L ) A Fig.
1(b) apresenta as micrografias de MEV de filmes de
SnO, depositados a 350C com o tensoativo
pluronic. Nota-se que a deposi¢do obtida sobre a
superficie do substrato foi bem mais homogénea e
0s grdos de SnO, apresentaram tamanho e
contorno bem definidos compativel com o que seria
esperado para uma tendéncia de crescimento
colunar.
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Imagens SEM do filme de SnO, deposﬂado por
pirosol a 350C a partir de solugdo sem (a) e com
tensoativo Pluronic (b).
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Os filmes foram estudados por GISAXS com &ngulo
de incidéncia rasante proximo ao angulo critico. A
Figura 2 apresenta as imagens de GISAXS para
filmes de SnO, depositado por pirosol a 350C a
partir de solucdo sem (a) e com Pluronlc nas
concentracdes de 0,07(b), 0,7(c) e 1,4 mol.L’}(d). A
Figura mostra que com a adicdo gradativa de
tensoativo a intensidade de espalhamento apresenta
um alongamento na dire¢cdo horizontal (paralela a
superficie da amostra), sugerindo a presenca de
objetos anisotrépicos alongados na dire¢cdo normal a
superficie do filme. A partir das micrografias nota-se
que 0s grdos sdo maiores que 100 nm, com isso, a
intensidade de GISAXS &, possivelmente, devida a poros
que se formam entre os grdos de SnO; e ndo devida aos
proprios gréos.
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Figura 2. Imagens de GISAXS para filmes de SnO; sem
(a) e com PIuronlc nas concentragdes de 0,07(b), 0,7(c) e
1,4 mol.L" (d)

Conclusodes

A partir dos resultados, concluimos que a adicédo de
tensoativo tem um papel efetivo no direcionamento
do crescimento dos grdos durante o processo de
deposicéo de filme por pirosol.
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